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13 Undotierter Halbleiter

Die Ladungstragerdichte im Leitungsband eines reinen Silizium-Kristalls betragt
ny, = 6.6 x 10° cm ™3 bei einer Temperatur von 300 K. Die effektiven Massen der
Elektronen und Locher sind mj, = 1,08m bzw. mj, = 0, 59m. Unter der Annahme
nichtentarteter Elektronen- und Lochergase ermittele man

(a) die Energie der Bandliicke E,

(b) und die Lage des chemischen Potentials p (relativ zur Valenzbandoberkante).

14 Intrinsischer Halbleiter

An einer undotierten Halbleiterprobe werden die spezifischen Widerstédnde o = 11.9, 1.4,
0.26, 0.096 und 0.047 Qm fiir die Temperaturen T = 300, 382, 457, 540 und 623 K
gemessen. Unter der Annahme einer temperaturunabhéngigen Stofzeit von Elektronen
und Lochern und einer vernachléassigharen Temperaturabhéngigkeit der effektiven
Zustandsdichten schliefien Sie auf das Energiegap E,.

15 Dotierter Halbleiter

Fiir Indiumantimonid ist E, = 0,23 eV, die Dielektrizitatskonstante € = 18, die effektive
Masse der Elektronen m{ = 0,015m. Berechnen Sie

(a) die Ionisierungsenergie der wasserstoffihnlichen Donatoren,
(b) den Bahnradius fiir deren Grundzustand,

(c) ab welcher Donatorkonzentration treten deutliche Uberlappungseffekte
zwischen den Bahnen benachbarter Fremdatome auf?

Nehmen Sie als charakteristisches Mafs etwa die Beriihrung benachbarter
Storzellenorbitale.
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